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※概要（Summary）： 

予め基板裏面にバックゲート電極を形成した基板に、

電子ビーム描画装置を用いて合わせマークを形成、その

後同基板上に CVD グラフェンを転写し、再び電子ビーム

描画装置でソース・ドレイン電極パターンを描画すること

で、グラフェントランジスタを作製した。異なる合成条件の

グラフェンを転写に使用し電気特性を評価することで、 

合成へのフィードバックを行った。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
電子ビーム描画装置・UV クリーナー・スピンコーター・ 

ホットプレート・真空蒸着装置・小型真空蒸着装置・    

ドラフト・光学顕微鏡 
熱酸化膜付きシリコン基板の裏面酸化膜を酸ドラフト内

でバッファードフッ酸を用いて除去後、真空蒸着装置を 

使用してバックゲート電極を蒸着した。 
バックゲート付き基板上に、電子ビーム描画装置を用いて

ソース・ドレイン電極合わせ用マークを描画し、小型真空

蒸着装置を用いて金属を蒸着した。 
アライメントマークおよび、バックゲート電極形成済みの 

基板上へ CVD グラフェンを転写し、電子ビーム描画装置

でソース・ドレイン電極を描画後に再び小型真空蒸着  

装置を使用しソース・ドレイン電極を形成した。 
 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
 主に電子ビーム描画装置、小型真空蒸着装置によって、

4x4mm のエリアに Ti10nm、Au50nm のアライメント  

マークを形成した(Fig.1)。 
 合成した CVD グラフェンを転写後、電子ビーム描画  

装置を用いてチャネル長 0.2~6µm のデバイス形状に  

レジストをパターニング(Fig.2 写真は一例)し、Ti, Pd, Au

を用いて電極材料を成膜、リフトオフすることで電極を   

形成した(Fig.3)。 

 
Fig.1 Microscopic image of alignment mark 

 
Fig.2 Microscopic image of graphene and resist 

pattern 

 
Fig.3 Microscopic image of graphene transistor 

 
※その他・特記事項（Others）： 
今後の課題 
 チャネル形状の最適化、グラフェンデバイスの微細化。 
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